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	 AlGaN/GaNへテロ構造は、高速動作可能なパワーデバイスへの応用などに大きな期待が寄
せられている。AlGaN/GaN 系トランジスタの解決すべき課題に電流コラプスなどドレイン電流
の不安定性の問題があり、デバイス表面の適切なパッシベーションが求められている。窒化物半

導体の表面パッシベーションにはプラズマ励起化学気相体積(PECVD)によるシリコン窒化膜
(SiNx)堆積が広く用いられているが、プラズマ中の高エネルギーのイオンによるデバイス表面へ
のダメージ導入が懸念される。最近我々は、マイクロ波(2.45GHz)により表面波プラズマを発生
させ、表面波プラズマにより生成したラジカルにより原料ガスを堆積前駆体に分解して堆積を行

う SPCVD技術を開発しシリコン系絶縁膜の堆積を行っている 1)。この手法は表面波プラズマ領

域と試料を離した配置とし、また、堆積反応に必要な低エネルギーの基底状態の原子を用いるた

め低ダメージ堆積が期待できるといった特徴がある。本研究では、SPCVD技術を AlGaN/GaN構
造に適用し、その有用性を検証した。 
今回は SPCVD法による SiNx膜堆積について検討した。

原 料 に は ビ ス ジ メ チ ル ア ミ ノ ジ メ チ ル シ ラ ン

[(CH3)2N]2Si(CH3)2、プラズマガスには N2(1slm)/H2(4slm)を
用いた。図１に堆積した SiNx 膜の FT-IR 吸収スペクトル
を示す。860cm-1付近に Si-N結合を示唆する明らかな吸収
ピークが観測され、シリコン窒化膜の形成が確認された。

次に、パッシベーションの効果を検証するために、ゲート

無しトランジスタ素子を作製して評価した。市販の Si 基
板上の AlGaN/GaN (AlGaN層: 25nm、GaN層:1µm)にフォ
トリソグラフィーとドライエッチングによる素子分離、お

よび Ti/Al/Ti/Au オーミック電極をリフトオフならびに熱
処理によって形成した。その後、表面に SPCVD法および
PECVD法により SiNxを堆積した素子、パッシベーション

を行わなかった素子を用意し、これらのソースードレイン

間の電流—電圧特性を評価した。その結果をまとめたもの

を図２に示す。パッシベーションを施さなかった素子では、

バイアスの往復でドレイン電流に大きなヒステリシスが

観測された。一方、SiNx パッシベーションを施した試料
では飽和電流が約 10%増大した。また、SPCVD でパッシ
ベーションを施した試料では PECVDに比べてヒステリシ
スが抑制される傾向が観測され、提案手法が有望であるこ

とが示された。【参考文献】1) H.Okada et al., AIP Conf. Proc. 
1585, 64-67 (2014). 
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Fig.1 FT-IR spectrum of deposited SiNx 
film. 

 
Fig.2 I-V characteristics of gate-less 
AlGaN/GaN HEMT. Arrows indicate 
voltage sweep direction. 
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